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© Mitangeur a transistor pour imetteurs hyperfrequenees. 

@ Le melangeur comprend un transistor melangeur |1) du 
type MESFET, des moyens de polarisation (2, 4| dans une 
lone de conduction non-lfnealre du transistor melangeur, 
des moyens (3,4) pour apptiquer le signal de I'osdltateur 
local de I'emetteur sur I'electrode de grille, des moyens (6) 
pour appiiquer un deuxieme signal periodfque de frequence 
intermedial sur une des deux autres electrodes de drain ou 
de source alnsl que des moyens (11) pour prdlever, a Is sortie 
du melangeur, te signal resultant de Implication des 
premier et deuxieme stgnsux sur I'eMectrode de drain ou de 
source sur lequelte le signal de frequence Intermediafre est 
appfiqud. 

Application : melangeurs pour emetteurs hyperfrd. 
quences. 
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MELANGEUR A TRANSISTOR POUR EMETTEURS HYPERFREQUENCES 

La presente invention concerne un melangeur a transistor pour 
emetteurs hyperfrequences. 

On entend par melangeur un disposltif electronique qui assure le 
melange de deux signaux periodiques de frequences differentes pour 

j delivrer un signal unique dont le spectre de frequence contient au molns 
une frequence egale a la somme ou a la difference des frequences des 
deux signaux qui lui sont appliques. 

Une solution classique pour realiser les melangeurs hyperfrequen- 
ces consiste a utiliser des diodes Schottky au silicium ou a l'arseniure de 

10 gallium, Ces diodes comportent une jonction metal semiconducteur faible- 
ment dopee qui autorise leur fonctionnement a des frequences tres 
elevees, superieures a 1 GHz. Les pertes de conversion des melangeurs a 
diode Schottky, correspondant a la difference en decibels de la puissance 
disponible a leur entree et de celle disponible en leur sortie, pourraient 

15 etre en theorie a peu pres nulles, si leurs sorties etaient parfaitement 
adaptees aux frequences des rales du spectre du signal obtenu en sortie et 
si toutes les puissances des rales non essentielies du spectre etaient 
recuperees. 

Or, dans la pratique il est impossible de controler toutes les 
20 impedances de terminaison d'un melangeur pour chaque frequence. La 
seule frequence controlable est la frequence image de la frequence du 
signal re?u a Tentree du melangeur par rapport a l'autre frequence. La 
frequence somme resultant de la somme des frequences des deux signaux 
appliques a I'entree est, dans les disposltifs recepteurs par exemple, tres 
25 elevee et est generalement incontrolable. Par consequent, les pertes de 
conversion d'un melangeur a diode Schottky ne sont pas nulles et comme 
generalement on doit assocler au melangeur un amplificateur place avant 
ou apres celuUci, pour obtenir un signal exploitable, les pertes de 
conversion du melangeur s 1 ajoutent au facteur de bruit de l'amplificateur 
30 auquel il est couple. En pratique on releve des facteurs de bruit de 4 a 8 
decibels dans les recepteurs d'onde electromagnetique comportant des 
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melang*eurs a diode Schottky couples a leur amplif Icateur. Au niveau de la 
realisarion des emetteurs, les pertes de conversion necessitent une 
augmentation de la puissance de l'oscillateur local, ce qui augmente en 
consequence 1'energie consommee par I'osciliateur. Dans certaines appll- 
5 cations-, comme par exemple la realisation de satellites de telecommuni- 
cations, l'augmentation de i'energle consommee se traduit par un dimen- 
sionnement plus important des generateurs de production d'energle elec- 
trlque* 

Pour diminuer les pertes de conversion, certains melangeurs 

10 hyperfrequences sont realises a l'aide de transistors unipolaires a effet de 
champ du type MESFET dont la grille de commande est constitute par une 
diode Schottky. Malgre la resistance serie elevee que presente la diode 
Schottky de ces transistors, ^attenuation qui en resulte, est en partie 
compensee par le gain des transistors a leur frequence d'utilisation. Par 

15 ailleurs chacun de ces transistors agit en commutatcur ct la variation dc 
son gain en fonction du niveau des signaux appliques permet d'obtenlr un 
melange dont le niveau depend du gain du transistor.Toutefois le gain 
obtenu n'est generalement pas suffisant et ce type de realisation necesslte 
souvent la mise en place d'un amplificateur place en amont et en aval du 

20 transistor melangeur hyperfrequences. Ce mauvals resultat s'explique en 
partie par le fait que la zone de fonctionnement, dans le plan des 
caracteristiques de courant drain-source en fonction de la tension drain- 
source, du transistor MESFET est limitee a Wnterleur <Pun petit paral- 
lelogramme, dont les dimensions des c8tes sont liees a ^excursion de la 

25 tension de chacun des signaux appliques sur la grille du transistor et dont 
Tangle d'incllnaison est lie a la difference des pentes des deux droites de 
charge du transistor correspondant a chacune des frequences des signaux 
appliques sur sa grille. Pour augmenter le rendement dans ce type de 
realisation on cherche naturellement a augmenter la surface du paral- 

30 lelogramme mals on est rapidement iimite par Tapparitlon d'un courant 
grille qui est destructif pour le transistor. 

Le but de I'invention est de palller les inconvenients precltes a 
Taide d'un dispositif qui permette une excursion maximum des regions 
non-iineaires des transistors utilises, de fagon a ameliorer le gain de 

35 conversion des melangeurs hyperfrequences. 
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A cet effet invention a pour objet un melangeur a transistor pour 
emetteurs hyper frequences, destine a melanger un signal fourni par un 
osciilateur local a un signal utile de frequence intermediaire, de man i ere 
a obtenir un signal melange dont le spectre de frequence contient la 

5 somme ou la difference des frequences, respectivement 9 du signal fourni 
par I'oscillateur local et du signal utile de frequence intermediaire, 
caracterise en ce qu'H comprend au moins un transistor unipolaire du type 
MESFET ayant une electrode de grille une electrode de drain et une 
electrode de source, des premiers moyens pour assurer une polarisation 

10 statique du transistor dans une zone de conduction non-lineaire de celui- 
ci f des deuxiemes moyens pour appliquer le signal fourni par I'oscillateur 
local sur I'electrode de grille, des troisiemes moyens pour appliquer le 
signal de frequence intermediaire sur une des deux autres electrodes de 
drain ou de source et des quatriemes moyens pour prelever le signal 

15 resultant du melange sur I'electrode de drain ou de source sur iaquelle le 
signal de frequence Intermediaire est applique. 

D'autres caracterlstlques et avantages de I'Invention apparaltront 
au cours de la description faite au regard des dessins annexes, donnes 
uniquement a titre d'exemples et dans lesquels : 

20 Les figures 1 a 6 representent des exemples de realisation de 

meiangeurs a modulation par le drain* 

La figure 7 represente un exemple de realisation d'un melangeur a 
modulation par I'electrode de source. 

Le disposltif melangeur de la figure I comprend un transistor 

25 unipolaire 1 du type MESFET comprenant une electrode de source s 
rellee au plan de masse du dispositif, une electrode de drain d , et une 
electrode de grille g. L'electrode de grille est polarisee par un generateur 
2 de tension continue -V^j au travers, d'un generateur 3 de tension 
alternative de pulsation u> ayant la fonction cfosclllateur local et d'une 

30 resistance <f montee en serle. L'electrode de drain est polarisee par une 
tension continue E Q qui est appliquee sur le drain au travers d'un 
transformateur 6 et d'un filtre haute frequence 7. Le transformateur 6 qui 
est utilise ici en tant que modulateur de la tension de drain, comprend un 
enroulefnent prlmaire 8 et un enroulement secondatre 9, L'enroulement 
35 prlmaire 8 est alimente par une tension alternative de pulsation u. 
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fournissant le signal de frequence intermediate au travers d'une resis- 
tance 10. L'enroulement secondaire 9 est connecte par une extremite a la 
source de tension continue E Q et par son autre extremite a une extremite 
du filtre 7. Uautre extremite du filtre 7 est connectee a Felectrode de 

5 drain du transistor I. L'electrode de drain du transistor 1 est connectee a 
la sortie S du dispositif au travers du filtre haute frequence 11. 

Le fonctionnement du dispositif melangeur represente a la figure 
1 est maintenant decrit a 1'aide du diagramme de la figure 2 representant 
les deplacements de la droite de charge du transistor 1 dans le plan des 

10 caracteristiques I d s f (V ds ) du transistor pour differentes valeurs de la 
tension grille V^. I rf est le courant drain-source et V ds est la tension 
entre l'electrode de drain et Pelectrode de source du transistor 1. Le point 
statique P de polarisation du transistor, en l'absence de modulation par les 
tensions alternatives appliquees sur la grille et sur le drain, est situe a 

15 Intersection de ia courbe caracteristique 1^ s V°w * a tension -Vgj 

de polarisation de la grille et de la droite orthogonale a l'axe V^ s passant 
le point V^ s - Ep qui represente la tension d'atimentation continue du 
drain du transistor 1. Au point de polarisation P correspond un courant 
statique Iq sur la droite 1^. Si n est le rapport de transformation entre le 

20 primaire 8 et le secondaire 9 du transformateur 6 et si est la valeur de 

la resistance 10, la resistance ramenee au secondaire 9 du transformateur 
2 * 

est egale a n x R^. Cette resistance ramenee determine la pente de la 
droite de charge dynamique du transistor 1. Au cours de la modulation de 
la tension du drain du transistor 1 par la source de tension 5 de pulsation 

25 w q, la droite de charge dynamique D se deplace parallelement a elle- 
meme et le point P occupe alternativement les positions P^et P 2 sur la 
caracteristique -V^j lorsqu T iI n'exlste pas de modulation sur la grille du 
transistor. L'amplitude de deplacement du point P depend naturellement 
de l'amplitude de la tension alternative delivree par le generateur 5. 

30 Cette amplitude peut etre tres grande et le point P peut balayer Ia 

caracteristique -V j depuis le point 0 de coordonnees I d = 0, et V ds = 0 

jusqu'a un point maximum P^j situe sur la courbe caracteristique 

Vg s -Vg| au debut de Ia partie lineaire de cette courbe. Le point P^ est 

naturellement situe sur une droite D^j de pente ^ . On s'aper£oit 

15 n ^L 

immediatement, lorsque la tension grille du transistor 1 est modulee par 
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la tension alternative delivree par le generateur 3, que le point P se 
deplace a l'interieur d'une zone Zj. La zone Zj est situee a l'interieur d'un 
contour defini par la drolte D^, la caracteristique 1^ = P our 
Vg = 0 volt et la caracteristique 1^ = fCV^) pour la tension grille = -Vp 
5 correspondant a la tension de pincement au-dela de laquelle un courant 
inverse trop grand peut provoquer la destruction du transistor 1. 

Un deuxieme exemple de realisation du melangeur selon inven- 
tion est represente a la figure 3. Sur cette figure le melangeur comprcnd 
un transistor unipolaire 12 du type MESFET compose comme precedem- 
10 ment d'une grille g, d'un drain d, et d'une source s. La source s est 
reliee a la masse du disposal!. La grille est polarisee par une tension 
continue -V^j delivree par une source de tension continue 13 au travers 
d'un generateur de tension alternative 1* de pulsation w ayant la 
fonction d'oscillateur local et d'une resistance 15 montcc cn scrle. 
^5 L'electrode de drain d est modulee par une tension alternative delivree 
par un generateur 16 de frequence intermediate au travers d'un transistor 
17 qui est utilise ici en tant que modulateur de la tension de drain. Le 
transistor 17 a son collecteur relie a une tension d'aiimentatlon continue 
E 0 et son emetteur est relie au drain du transistor 12 au travers d'un filtre 
20 haute frequence 18. La base du transistor 17 est polarisee a Taide d'un 
diviseur potentiometrique forme des resistances 19 et 20 qui est connecte 
a ia sortie de la source d'alimentation continue E Q . La tension alternative 
delivree par le generateur 16 est appliquee a la base du transistor 17 au 
travers d'une resistance 21 et d'un condensateur 22 montes en serie. Le 
25 drain du transistor 12 est egalement connecte a la sortie du dispositif 
melangeur au travers d'un filtre 23. 

Le fonctionnement du dispositif represente a la figure 3 est 
explique ci-apres a i'aide du graphique de la figure 4. Dans ce montage la 
tension de modulation delivree par le generateur 16 est appliquee a 
3Q l'electrode de drain du transistor 12 au travers d'un transistor monte en 
emetteur-suiveur. Par consequent la tension de polarisation statlque du 
drain du transistor 12 est egale a la tension V^q apparaissant aux bornes 
de la resistance 20 du diviseur potentiometrique forme des resistances 19 
et 20, retranchee de la tension apparaissant entre la base et 
35 1'emetteur du transistor 17. Comme le transistor 12 est polarise sur sa 
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grille par la tension continue *Vgji le courant statique traversant le 
transistor 12 est le courant [q qui apparait sur les courbes caracteristiques 
1^ = ^Vjg) d u transistor 12 a Tintersection de la droite orthogonale a l'axe 

V ds P assant P ar * e P o5nt v bq " V BE s ' tu ^ sur ' ,axe ^ds et de la cour ' )e 

5 *d = ^ V ds' pour la tension " V gi de polarisation de la grille. Le point P, de 
coordonnees 1^ = 1 Q et V^g - qui en resulte, est !e point de polarisa- 
tion statique du transistor 12. Le point P en Tabsence de tension 
alternative developpee sur la grille du transistor 12 se de place entre les 
points Pj et Pj de la caracteristique de 1<j = * (V<js^ correspondant a la 

10 polarisation de grille egale a -Vgji au rythme de ('oscillation de la tension 
alternative delivree par le generateur 16. Comme dans le cas de la figure 
2, il est possible de faire de placer le point P sur la courbe caracteristique 
correspondant a la tension -V ^ entre le point 0 des caracteristiques pour 
lesquelles le courant 1^ s 0 ct la tension V ds = 0 et un point maximum P M 

15 situe a la frontiere de la partie non-lineaire et de la partie lineaire de la 
courbe caracteristique correspondant a la tension -V^j de polarisation de 
la grille. On en deduit par consequent, lorsque 1'on applique simultanement 
une tension de modulation sur la grille du transistor 12 et une autre 
tension de modulation sur son drain, que la zone de travail du melangeur 

20 de la figure 3 est situee a I'interieur de la zone Z 2 delimitee par la droite 
orthogonale a I'axe V rfs passant Je point P^, de la courbe caracteristique 
r d 2 ^ V ds* du transistor 12 P our la ten slon grille V g = 0 et de la courbe 
caracteristique 1^ = ^ u transistor 12 pour la tension grille Vg = -V 

correspondant a la tension de pincement du transistor 12. Comme dans le 

25 cas du dispositif represente a la figure 1, le mode de polarisation du 
dispositif de la figure 3 permet egalement un balayage complet de la zone 
non-lineaire du transistor 12. 

Dans la variante de realisation de la figure 5 la pente de la droite 
de charge du transistor unipolaire est rendue variable au rythme d T une des 

30 deux frequences appliquees sur le melangeur. Le dispositif, represente a la 
figure 5, comprend un transistor unipolaire 1M du type MESFET, polarise 
sur son electrode de grille par une tension continue -V^j, delivree par un 
generateur 25. L'eJectrode de grille g est alimentee par une source de 
tension alternative 26 formant oscillateur local au travers d'une resis- 

35 tance 27. Le transistor 2h est alimente sur son drain par une source de 



0087336 



7 

tension alternative 28 fournissant la frequence intermediate, de 
pulsation u Qf au travers d'un modulateur de la tension de drain compose 
d'un transistor PNP 29, monte en emetteur common et dont i'emetteur est 
relie a une source de tension continue E Q . Le collecteur du transistor 29 

5 est relie au drain du transistor 24 au travers d T un filtre 30. La base du 
transistor 29 est polarlsee par un diviseur potentiometrlque, forme des 
resistances 31 et 32 qui est aiimente par la source de tension continue Eq# 
La base du transistor 29 est egalement reliee a la sortie du generateur de 
tension alternative 28 au travers d'une resistance 33 et d'un condensateur 

10 3* montes en serie. Le drain du transistor 24 est egalement connecte a la 
sortie du dispositlf melangeur au travers du filtre 35* 

Dans le cas de la figure 5 la droite de charge du transistor 24 est 
constitute par la resistance emetteur-collecteur du transistor 29 et la 
valeur de cette resistance varie en fonction de la valeur de la tension 

15 alternative appliquee sur sa base* Par consequent, le point statique de 
polarisation du transistor 24 varie, comme dans les cas precedents, entre 
Ies points P^ et P 2 de la caracteristique I d = f(V dj ) pour la tension grille 
Vg = - V gj- Lorsque, le generateur 26 applique une tension alternative sur 
la grille du transistor 24, le point P de polarisation se deplace a I'interleur 

20 d'une zone Z^ en fonction de Samplitude des tensions alternatives 
appliquees sur la grille et sur le drain du transistor 24. La zone Z^ est 
determinee par une droite de charge reliant le point E Q de la droite V ds a 
un point Pjyj de la caracteristique 1^ = fCV^) pour la tension grille 
Vg = -Vgj situee comme precedemment a la frontiere de la partie lineaire 

25 et de la partie non-iineaire de cette courbe caracteristique et d'autre 
part, entre les courbes caracteristiques de 1^ = f(V d$ ) tracees pour la 
tension grille V = 0 volt et de la courbe caracteristique tracee pour la 
tension grille de pincement egale a -V p . 

Blen que dans les exemples de realisation de I'invention qui 
30 vlennent d'etre decrits, Pelectrode de source du transistor melangeur soit 
connectee au plan de masse et qu'une tension alternative soit appliquee a 
son electrode de drain, on concevra quHl est tout aussi possible, dans 
d'autres modes de realisation, d'inverser le r61e des electrodes de drain et 
de source comme dans I'exemple represente a la figure 7. Sur cette figure, 
35 la grille du transistor 36 est polarlsee, comme dans les montages 
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precedents, par une tension continue -V^j dellvree par un generateur 37 
et est alimentee par une source de tension alternative 38 formant 
oscillateur local au travers d'une resistance 39. Contrairement aux 
exempies de realisation precedents, I'electrode de drain du transistor 36 
5 est reliee a une source de tension continue -E Q et I'electrode de source est 
reliee a une source de tension alternative 40 fournissant la frequence 
intermediate au travers d'un fittre haute frequence 41. Un f litre 42 relie 
I'electrode de source du transistor 36 a la sortie S du dispositif • 
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REVEND1CAT10NS 

1. Melangeur a transistor pour emetteurs hyper frequences, destine 
a melanger un signal fourni par un oscillateur local a un signal utile de 
frequence intermediate, de maniere a obtenir un signal melange dont le 
spectre de frequence contient la somme ou la difference des frequences 

5 respectivement du signal fourni par I'oscillateur local et du signal utile de 
frequence intermediaire, caracterise en ce qu'il comprend au moins un 
transistor (1, 12, 24, 36) unipolaire du type MESFET ayant une electrode 
de grille une electrode de drain et une electrode de source, des premiers 
moyens (2, 4 ; 13, 15 ; 25, 27 ; 37,39) pour assurer une polarisation 

10 statique du transistor dans une zone de conduction non-lineaire de celui- 
ci, des deuxiemes moyens (3, 4 ; 14, 15 ; 26, 27 ; 38, 39) pour appliquer le 
signal fourni par I'oscillateur local sur 1'electrode de grille, des troisiemes 
moyens (6 ; 17 ; 29 } 40) pour appliquer le signal de frequence interme- 
diaire sur une des deux autres electrodes de drain ou de source et des 

15 quatriemes moyens (11 ; 23 ; 35 ; 42) pour prelever le signal resultant du 
melange sur Pelectrode de drain ou de source sur laquelle le signal de 
frequence intermediaire est applique. 

2. Melangeur selon la revendication 1, caracterise en ce que les 
troisiemes moyens (6; 17; 29) comprennent un modulateur de la tension 

20 appliquee sur l'une des deux autres electrodes. 

3. Melangeur selon les revendications 1 et 2, caracterise en ce que 
le modulateur est constitue par un transformateur (6) dont 1'enroulement 
primaire (8) est alimente par le deuxleme signal periodique de frequence 
intermediaire et dont Penroulement secondalre (9) alimente Tune des deux 

25 autres electrodes. 

4. Melangeur selon les revendications 1 et 2, caracterise en ce que 
le modulateur est constitue par un transistor emetteur-suiveur (17) dont 
I'emetteur est relie a I'une des deux autres electrodes du transistor 
melangeur et dont la base est alimentee par le deuxieme signal periodique 

30 de frequence intermediaire. 

5. Melangeur selon les revendications 1 et 2, caracterise en ce que 
le modulateur est constitue par un transistor a emetteur commun (29) 
dont le collecteur est relie a l'une des deux autres electrodes de drain ou 
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de source du transistor melangeur et dont la base est alimentee par le 
deuxieme signal periodique de frequence intermediate. 

6. Melangeur selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que les trolsiemes moyens appliquent le deuxieme signal 
periodique de frequence Intermediate sur I'electrode de drain du transis- 
tor melangeur, 

7. Melangeur selon la revendication I, caracterise en ce que les 
trolsiemes moyens appliquent le deuxieme signal periodique de frequence 
intermediate sur I'electrode de source du transistor melangeur* 



^EST AVAILABLE COPY 



l/4 



0087336 




0087336 

2/4 




v «3s 



U sin 0) 0 t 



0087336 




1 

0087336 

4/4 



t 
t 
i 

i 




BEST AVAILABLE COP v 



Office europ6en ^ 9uSr?dZ.?.^Jfe 
RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE ""■«"»»•■•*■•"« 



des brevets 



EP 83 40 0222 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Cateoone 



Olation du document avee indication, en cat de besom 
des parties pertinente* 



Rave indication 
concerned 



CLASSEMENT DE IA 
DEMANDE (Int O. •) 



DE-A-2 147 559 
( BLAUPUNKT-WERKE ) 
* En entier * 



GTH EUROPEAN MICROWAVE 
CONFERENCE, ROME 14-17 septembre 
1976, pages 8-13, Seven Oaks, 
GB. 

P. HARROP et al.: "Performance of 
some GaAs mesfet mixers" * Page 
9, lignes 8-15; page 10, lignes 
1-19; figure 1 * 



IEEE MTT-S INTERNATIONAL 
MICROWAVE SYMPOSIUM, Cherry 
Hill, 14-16 juin 1976, pages 
90-92, Piscataway, USA 
P. Bura et al.: "FET mixers for 
communication satellite transpon- 
ders" * Page 90, colonne de 
gauche, lignes 16-26; colonne de 
droite, lignes 1-5, lignes 19-29; 
figure 2 * 



FR-A-1 145 253 
* En entier * 



(PHILIPS) 



US-A-3 040 255 (MUKA1) 

* Colonne 3, ligne 25 - colonne 
5, ligne 69; figures 1,2 * 



Le present rapport de recherche ■ ete etsbfi pour tout o» tes revendiciliont 



1-3,6 
7 



1-3,6 
7 



H 03 D 7/12 



1-3,6 
7 



DO MAI WES TECHNIQUES 
RECHERCHES (InL CI. s ) 



H 03 D 



1-3 , 1 



1,2,4 
7 



Lieu de la recherche 

LA HAYE 



Date d achievement de la recherche 

19-05-1983 



Eiammateur 

DHONDT I.E.E. 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 

X : particulierement pertinent a lui seul 

Y : parttcull&rement pertinent en combinaison avec un 

autre document de la meme categoric 
A : aniere*ptan technologique 
0 - divulgation non-6erlie 
P . document intercalate 



T theone ou prlnci pe a ta base de rinvention 
E document de brevet anterieur. mais pubtle ft la 

date de depot ou epres cette date 
D cite dans la demande 
L cite pour d'autresraisons 



$ membra de la memefernille, document correspondent 



Office europ6en 
des brevets 



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 



Quft£dZa3£r£ 



EP 83 40 0222 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Page 2 



Categorte 



Citation du document swe tndmlion. en cas de besom, 
des parties pemnentes 



Revendicttioh 
concern©* 



ClASSEMENT OE LA 
DEMANDEftal Cl >J 



RADIOMENTOR ELECTRONIC, vol. 42, 
no. 6, juin 1976, pages 220-222, 
Munich, DE, 

K. KRAJENSKI : "Mischteil mit 
pin-Di oden-Regelung f iir 
HiFi-Spitzengerate" * Page 221, 
colonne de droite, ligne 3 - page 
222 , colonne de gauche, ligne 40; 
figure 1 * 



FUNKSCHAU, vol. 38, no. 22, 2 
novembre 1966, pages 685-687, 
Munich, DE. 

H. DEMTRODER et al.: M UKW-Tuner 
mit Feldeffekt-Transistoren" * 
Page 687, colonne du milieu, 
lignea 3-18; figure 2 * 



1,2,4 
7 



1,2,5 
7 



DOMAINE5 TECHNIQUES 
RECHERCHES (Int Q *i 



Le present rapport de recherche • ate etabti pour toutes les revendicatlons 



Lieu de la recherche 

LA HAYE 



Date d'achevement de la recherche 

19-05-1983 



Exammateur 

DHONDT I.E.E. 



CATEGORIES DES DOCUMENTS CITES 

X . particutierement pertinent a lut seuf 

Y : particulierement pertinent en combination avec un 

autre document de la m£me categone 
A arnere-plan technotogiQue 
0 divulgation non-ecnte 
P . document intercalate 



T : theoneou principea la basedeHnvention 
E * document de brevet anterieur. mats public a la 

date de depot ou apres cetie date 
D: cite dans la demande 
L : cite pour d autres raisons 



ft : membrede la mfemelBmille. document correspondent 



